附件一：
2008年度西安应用材料创新基金申报指南

1. 新型半导体材料、器件与工艺的研究
1.1 宽禁带化合物半导体材料研究：SiC、GaN材料、器件和工艺等相关问题。

1.2 新一代微纳电子材料研究：高/低K栅介质材料、新型硅化物材料、新型超薄硅基材料、锗硅和Ⅲ-Ⅴ族等新结构材料及其性能研究。
1.3 纳米电子材料、器件研究：包括基于量子电子、表面纳米电子、分子电子等新兴逻辑器件及材料和实现方法的研究。
1.4 MEMS器件；包括MEMS传感器、功能单元的设计方法、工艺制作、封装及相关材料等方面的研究。
1.5 基于硅基CMOS模拟/混合信号及射频应用的非传统技术及其器件结构研究。
1.6 铜互连工艺技术研究：包括铜互连体系及低介电常数介质材料、铜互连工艺中的表面科学、电化学过程以及铜互连可靠性等。

2. 封装与测试技术研究
2.1 系统级封装（SIP：System In Package)、三维堆叠式系统封装（3D SIC：3D Stacked IC)、多芯片封装（MCP：Multi Chip Package）、多芯片模块(MCM：Multi Chip Module)技术与测试方法研究。
2.2 基于嵌入式CPU、DSP的SOC测试技术与方法研究。
2.3 A/D、D/A等模拟电路测试技术与方法研究。
2.4 射频电路测试技术与方法研究。
3. 新能源材料及工艺技术研究

3.1 微晶硅、非晶硅薄膜光伏电池相关的低成本材料及其工艺研究。
3.2 高效、低成本多晶硅、单晶硅太阳光伏电池制备新工艺及组件技术研究。

3.3 太阳能并网用低成本控制逆变器，高效晶硅、节能生产新技术新工艺的研究开发。
3.4 非硅多元化合物薄膜电池及新型高效太阳能平板集热系统的研究。
